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Recientemente se ha propuesto una descripcién unificada del crecimiento de
superficies por depésito electroquimico (ECD) y por depdsito quimico de va-
por (CVD) a través de un modelo de frontera libre (MFL)[1]. Estos dos tipos
de procesos se consideran paradigmas en el estudio tedrico del crecimiento de
un agregado sélido a partir de una fase diluida (ya se trate de un vapor, una
disolucién, etc.) y tienen relevancia tecnoldgica, en microelectrénica (caso
del ECD), o en el crecimiento de peliculas delgadas (caso del CVD). En es-
tos contextos, la calidad y el rendimiento de los dispositivos estan asociadas
con una baja rugosidad de la superficie del depdsito; asi pues, predecir las
condiciones experimentales bajo las cuales se obtiene una rugosidad menor
tiene interés tanto tedrico como tecnolégico. A partir de las ecuaciones del
MFL y utilizando una aproximacién de pendientes pequenas, |Vh| < 1, se
ha obtenido una ecuacién efectiva para la altura de la intercara y se ha estu-
diado su relacién de dispersion en funcién de los pardmetros. Para obviar la
condicién |Vh| < 1, hemos introducido un nuevo modelo phase-field (MPF)
one-side con un término de anti-trapping como en [2], que converge al MFL
en el limite de intercara delgada. La integracién numérica del MPF revela
la formacién de estructuras complejas con superficies multievaluadas que no
se pueden obtener con una ecuacién efectiva para la altura local. A través
de la relacién entre los pardmetros de los dos modelos podemos comparar las
morfologias obtenidas en las simulaciones en 141y 2+1 dimensiones con los
experimentos que se pueden encontrar en la literatura. Por otra parte, en el
régimen de pendientes pequenas el MPF da la misma relacién de dispersion
de la ecuacién para la altura h(Z,t) obtenida con el MFL, confirmando su
validez. Finalmente se han determinado los exponentes criticos de dicha
ecuacion mediante grupo de renormalizacién dindmico, en buen acuerdo con
los estimados numéricamente.
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